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(§3) Verfahren zum Beschichten eines Substrates und Beschichtungsanlage zu seiner Durchfuhrung 



) Eine Beschichtungsanlage hat in einem Gehause (1 ) eine 
Sputterkammer (3) zum 3eschichten eines Substrates (22) 
und eine TargettrSger-Beschichtungskammer (4) zum konti- 
nuierlichen Beschichten eines in beide Kammern (3, 4) 
ragenden, umlaufenden Targettragers (2) mit einem Target 
(25). Ihre in der Targettrager-Beschichtungskammer (4) 
beschichtete Flache durchlauft kontinuierlich die Sputter- 
kammer (3). Dabel bildet die zuvor erzeugte Beschichtung in 
der Sputterkammer (3) ein Target (25) fur den Sputterpro- 
zeB. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Beschichten 
eines Substrates mittels einer Zerstauberkathode, wel- 
che vor einem Magneten einen Targettrager mit einem 5 
Target aufweist, bei dem der Targettrager mit einem 
Teilbereich in eine Sputterkammer zum Beschichten des 
Substrates und mit einem anderen Teilbereich in eine 
Targettrager-Beschichtungskammer hineinragt und bei 
dem man den Targettrager rotieren laBt, so daB seine in 10 
der Targettrager- Beschichtungskammer beschichtete 
Fiache kontinuierlich die Sputterkammer durchiauft 
Weiterhin betrifft die Erfindung eine Beschichtungsan- 
lage zur Durchftthrung dieses Verfahrens. 

Ein Verfahren der vorstehenden Art ist Gegenstand 15 
des europaischen Patentes 0 291 044. Die in dieser 
Schrift beschriebene Beschichtungsanlage hat als Tar- 
gettrager und Target ein als fiache Kreisscheibe ausge- 
bildetes, um eine senkrechte Achse rotierendes Bauteil, 
welches mit einer Haifte in eine Sputterkammer und mit 20 
seiner anderen Haifte in eine Targettrager-Beschich- 
tungskammer ragt In der Sputterkammer ist unterhalb 
des Targets eine Magnetanordnung vorgesehen, so daB 
dort eine Magnetronkathode gebUdet wird und durch 
Sputtern eine groBfiachige Folie wirtschaftlich be- 25 
schichtet werden kana Um die Beschaffenheit des 
Schichtsystems trotz Verwendung ein und desselben 
Targets beeinflussen zu kSnnen, sind in der Targettra- 
ger-Beschichtungskammer zwei weitere Targets ange- 
ordnet, denen jeweils eine Ionenquelle zugeordnet ist. 30 
Das ermdglicht es, in der Targettrager-Beschichtungs- 
kammer auf dem Haupttarget zusatzliches Targetmate- 
rial aufzusputtern, um in der Sputterkammer dieses Ma- 
terial zusammen mit dem Material des als Scheibe aus- 
gebildeten Haupttargets zu zerstaubea Altemativ lehrt 35 
die EP-C:0 291 044, in der Targettrager-Beschichtungs- 
kammer einen Metallstab anzuordnen, dessen Material 
zur Erzeugung einer Schicht auf dem Haupttarget ver- 
dampf t werden kann. 

Das Sputterverfahren ermdglicht es als einziges Be- 40 
schichtungsverfahren, auf groBen Flachen wirtschaftlich 
brauchbare Schichten zu erzeugea Nur mit diesem Ver- 
fahren kann man die bei Interferenzsystemen erforderli- 
che SchichtgleichmaBigkeit auf groBen Flachen ge- 
wahrleisten. Aus diesem Grunde werden Schichtsyste- 45 
me fflr Architekturglas beinahe ausschlieBlich mit Sput- 
tertechnik produziert 

Das Sputterverfahren hat jedoch auch gravierende 
Nachteile gegenQber anderen Beschichtungsverfahren, 
insbesondere dem thermischen und dem chemischen 50 
Aufdampfen, dem Lichtbogenaufdampfen und dem 
Eiektronenstrahlaufdampfea Diese Nachteile des Sput- 
terverfahrens sind insbesondere der hohe Targetpreis, 
die kurze Standzeit des Targets und die geringe Target- 
ausnutzung. Der hohe Targetpreis ergibt sich aus den 55 
Materialkosten, den Herstellungskosten und den Bond- 
kosten. In vielen Fallen sind die Herstellungskosten und 
die Bondkosten wesentlich hoher als die Materialko- 
sten. Die Standzeit eines Pianartargets betragt bei den 
heutigen Sputterraten etwa zwei Wochea Das hat zur eo 
Folge, daB Sputteranlagen in Abstanden von zwei Wo- 
chen stillgesetzt und beltJftet werden mflssen, damit das 
Target ausgewechselt werden kann. Eine Erhdhung der 
Sputterraten wUrde die Zeitraume bis zum Auswech- 
seln des Targets verkOrzen und deshalb kaum zu einer 65 
ErhOhung der Wirtschaftlichkeit beitragea Die Target- 
ausnutzung betragt derzeit bei Pianarmagnetronkatho- 
den etwa 25 bis 30%. Bei Rohrkathoden sind in der 
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Praxis 70% Targetausnutzung zu erreichea 

Die vorgenannten Nachteile des Sputterverfahrens 
sind auch bei der Beschichtungsanlage nach der ein- 
gangs genannten EP-C-0 291 044 vorhandea Die Anla- 
ge ist in regelmaBigen Abstanden stillzusetzen, um den 
kreisscheibenfdrmigen, rotierenden Targettrager mit 
dem Target in der Sputterkammer und die zusatzlichen 
Targets in der Targettrager-Beschichtungskammer ge- 
gen neue Targets oder den dort angeordneten Metall- 
stab auszutauschea Deshalb ist ein kontinuierliches Be- 
schichten nur wahrend eines relativ kurzen Zeitraumes 
mdglich. 

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, ein Be- 
schichtungsverfahren der eingangs genannten Art so 
auszubilden, daB die hierzu erforderliche Anlage mdg- 
lichst lange ununterbrochen in Betrieb bleiben kann. 
Weiterhin soil eine Beschichtungsanlage zur Durchfuh- 
rung dieses Verfahrens entwickelt werdea 

Das erstgenannte Problem wird erfindungsgemaB da- 
durch gel6st, daB das Aufbringen des Targetmaterials 
auf den Targettrager in der Targettrager-Beschich- 
tungskammer durch Beschichtung mittels eines kontinu- 
ierlich von auBerhalb in die Targettrager-Beschich- 
tungskammer eingefflhrten Quellenmaterials erfolgt 
und ausschlieBlich diese Beschichtung des Targettragers 
als Target in der Sputterkammer verwendet wird. 

Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren wird das Tar- 
get in der Anlage durch Beschichtung kontinuierlich er- 
zeugt Es wird immer das Target zerstaubt, welches un- 
mittelbar zuvor erzeugt wurde. Das Aufbringen der das 
Target bildenden Schicht kann mit bekannten Verfah- 
ren sehr wirtschaftlich mit geringerer Energie als beim 
Sputtern und hohen Beschichtungsraten erfolgea Da 
gemaB dem erfindungsgemaBen Verfahren die auf der 
Elektrode erzeugte Schicht jedoch anschlieBend katho- 
denzerstaubt wird, um auf das Subs trat zu gelangen, tritt 
der Nachteil einer ungleichfdrmigen Schichtdicke bei 
Targetbeschichtung auf groBfiachigen Substraten nicht 
in Erscheinung. Dank der Erfindung wird es somit m6g- 
lich, groBe Flachen sehr gleichmaBig mit hoher Wirt- 
schaftlichkeit und sehr langen, ununterbrochenen Nut- 
zungszeiten der Anlage zu erzeugea Das erfindungsge- 
mafle Verfahren vereint die Vorteile des Sputterns und 
der anderen Methoden der Schichtherstellung, ohne die 
jeweiligen Nachteile der Beschichtungsverfahren zu 
ubernehmea 

Besonders wirtschaftlich arbeitet das erfindungsge- 
mSBe Verfahren, wenn die Beschichtung des Targettra- 
gers durch cheraisches Aufdampfen mit Plasma-Unter- 
stQtzung (PCVD) erfolgt 

Das erfindungsgemaBe Verfahren ist mit besonders 
geringem apparativen Aufwand auszufiihren, wenn far 
das Sputtern und das Beschichten des Targettragers ei- 
ne gemeinsame Strom-Spannungsversorgung benutzt 
wird 

Die auf dem Targettrager erzeugte Schicht kann vor 
ihrem Eintritt in die Sputterkammer durch eine chemi- 
sche Reaktion in eine fflr das Sputtern optimale Form 
umgewandelt werden, wenn gemaB einer anderen, be- 
sonders vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung der 
in der Targettrager-Beschichtungskammer beschichtete 
Bereich des Targettragers vor dem Eintritt in die Sputt- 
erkammer durch eine Reaktionskammer zur chemi- 
schen Behandlung der Beschichtung gefflhrt wird Hier- 
durch wird es beispielsweise mdglich, beim Sputtern 
von elektrisch leitenden In203-Schichten, dotiert mit Sn 
(ITO) das aufgebrachte, metallische Indium und Zinn 
teilweise zu oxidieren, indem man in die Reaktionskam- 
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mer Sauerstoff eingibt Durch das Sputtern mit einem terial aufgetragen. 

oxidischen Target ergeben sich oftmals bessere Schicht- Der Sputtervorgang und das Targetaufbringen kdn- 
eigenschaften als durch Sputtern mit metallischera Tar- nen einzeln optimal durchgefuhrt werden, wenn in der 
get Weiterhin ist ein Metalltarget viel billiger als ein Sputterkammer und der TargettrSger-Beschichtungs- 
Oxidtarget 5 kammer jeweils eine Anode angeordnet ist und beide 

Das zweitgenannte Problem, namlich die Schaffung Anoden unabhangig voneinander und unterschiedlich 
einer Beschichtungsanlage zur Durchfflhrung des Ver- mit positivem Potential verbunden sind. 
fahrens, wird erfindungsgemaB dadurch geldst, dafl die Da in der Sputterkammer und der Targettrager-Be- 
Targettrager-Beschichtungskammer zum Aufbringen schichtungskammer unterschiedliche Verfahren ablau- 
des Targets auf den Targettrager mittels eines kontinu- io fen, sind auch die Gasatmospharen beider Kammem 
ierlich von auBerhalb in die Targettrager-Beschich- verschieden, so daB ein GasQbertritt vermieden werden 
tungskammer eingefflhrten Quellenmaterials und die muB. Das kann man auf einfache Weise dadurch errei- 
Sputterkammer zum ausschlieBlichen Sputtern dieses chen, dafl an beiden Seiten der Targettrager-Beschich- 
Targets ausgebildet ist tungskammer jeweils zwischen ihr und der Sputterkam- 

Mit einer solchen Anlage kann man groBfiachige Sub- 15 mer eine mit einer Vakuumpumpe verbundene Schleu- 
strate sehr gleichmaBig und mit hohen Beschichtungsra- senkammer vorgesehen ist 

ten beschichten, ohne daB die Anlage in regelmaBigen Eine chemische Behandlung der aufgebrachten, das 
Abstinden stillgesetzt werden muB, um ein verbrauch- Target bildenden Beschichtung vor ihrem Eintritt in die 
tes Target auszuwechseln. Die erfindungsgemaBe Be- Sputterkammer wird dadurch mdglich, daB die in Dreh- 
schichtungsanlage nutzt die Vorteile des Sputterns und 20 richtung des Targettragers liegende Schleusenkammer 
der anderen Schichtherstellungsmethoden, yermeidet zugleich die Reaktionskammer bildet 
aber die jeweiligen Nachteile der Beschichtungsverf ah- Die Erfindung laflt zahlreiche Ausfuhrungsformen za 
ren. Zur weiteren Verdeutlichung ihres Grundprinzips ist 

Besonders einfach und leistungsfahig ist die Beschich- eine davon schematisch in der Zeichnung dargestellt 
tungsanlage ausgebildet, wenn gemaB einer Weiterbil- 25 und wird nachfolgend beschrieben. Diese zeigt in 
dung der Erfindung die Targettrager-Beschichtungs- Fig. 1 einen senkrechten Schnitt durch eine Beschich- 
kammer zum Beschichten durch chemisches Aufdamp- tungsanlage nach der Erfindung, 
fen mit Plasma-Unterstfltzung(PCVD) ausgebildet ist Fig. 2 eine Draufsicht auf die AuBenseite eines Ma- 

Die das Target bildende Schicht auf dem Targettra- gneten der Beschichtungsanlage. 
ger kann vor ihrem Eintritt in die Sputterkammer che- 30 Die in Kg. 1 gezeigte Beschichtungsanlage hat in ei- 
misch verandert und deshalb fiir die durch die Katho- nemGehause 1 einen rohrf&rmigen Targettrager 2, wel- 
denzerstaubung produzierte Schicht optimiert werden, cher jeweils mit einem Teil seiner AuBenmantelflache 
wenn zwischen der Targettrager-Beschichtungskam- eine Sputterkammer 3 und eine ihm gegenQberliegend 
mer und der Sputterkammer eine Reaktionskammer zur angeordnete Targettrager-Beschichtungskammer 4 be- 
chemischen Behandlung des durch Beschichtung er- 35 grenzt Kleinere Teilbereiche der AuBenmantelflache 
zeugten Targets auf dem Targettrager vor Eintritt in die des Targettragers 2 begrenzen zwei Schleusenkammern 
Sputterkammer angeordnet ist 5, 6 zu beiden Seiten der Targettrager- Beschichtungs- 

Wichtig fflr die erfindungsgemaBe Beschichtungsan- kammer 4. Die Schleusenkammer 5 hat einen GaseinlaB 
lage ist es, daB der Targettrager mit seiner Fiache konti- 7, aber den ein Reaktionsgas zugefflhrt werden kann, so 
nuierlich die Targettrager-Beschichtungskammer und 40 daB die Schleusenkammer 5 zugleich eine Reaktions- 
die Sputterkammer durchiauft. Hierzu kann er unter- kammer 8 bildet Die Sputterkammer 3, die Targettra- 
schiedlich gestaltet sein und beispielsweise die Form ger-Beschichtungskammer 4 und auch die beiden 
einer Scheibe haben, wie das in der eingangs genannten Schleusenkammern 5, 6 sind Aber Ausiasse 9 f 10 p 11, 12 
EP-C-0 291 044 gezeigt ist Besonders vorteilhaft fflr mit einer nichtgezeigten Vakuumpumpe verbunden. 
groBfiachige Substrate ist die Beschichtungsanlage aus- 45 Im Inneren des Targettragers 2 sind einander gegen- 
gebildet, wenn der Targettrager als RohrkGrper ausge- Qberliegend zwei sich flber die Lange des Targettragers 
bildet ist und in ihm zueinander gegenQberliegend zwei 2 erstreckende Magnete 13, 14 ubereinstimmender 
separate Magnete angeordnet sind, welche geschlosse- Form angeordnet Wie fflr den Magneten 13 durch Posi- 
ne Magnetschlauche bilden und von denen ein Magnet tionszahlen verdeutlicht wurde, haben beide Magnete 
der Sputterkammer und der andere der Targettrager- 50 13, 14 zum Targettrager 2 hin gerichtete Stege 15, 16, 17, 
Beschichtungskammer zugewandt ist Hierbei ist das von denen die auBeren Stege 15 und 17 an ihren Enden 
Magnetfeld fur die Unterstfltzung des PCVD-Verfah- miteinander verbunden sind. Die auBeren Stege 15, 17 
rens so auszuwahlen, daB eine optimale Rate der Be- sind dabei so magnetisiert, daB sie zum Targettrager 2 
schichtung des Targettragers gewahrleistet wird. hin mit entgegengesetztem magnetischen Pol weisen als 

Ein Sputtern in der Targettrager-Beschichtungskam- 55 der dazwischenliegende Steg 16. 
mer kann auf einfache Weise dadurch verhindert wer- In der Sputterkammer 3 ist eine Anode 18 angeord- 
den, daB der Magnet der Sputterkammer eine wesent- net, welche flber einen Widerstand 19 mit Masse Ver- 
Hch hdhere Feldstarke hat als der andere Magnet bindung hat Weiterhin hat die Sputterkammer 3 Reak- 

Beim Sputtern wird Material auf den Bdgen des sich tionsgaseinlasse 20, 21. Dargestellt ist in der Sputter- 
im Target bildenden Grabens starker als im Bereich der 60 kammer 3 desweiteren ein zu beschichtendes Substrat 
Geraden abgetragen, weil auf den B6gen der Graben- 22. 

verlauf teilweise senkrecht zur Kathodenachse veriauft Der Targettrager 2 ist mit dem negativen Pol einer 
Dieser Effekt kann beim Aufbringen des Targets in der Strom-Spannungsversorgung 23 verbunden. Weiterhin 
Targettrager-Beschichtungskammer dadurch kompen- ist er um eine in ihre Langsrichtung verlaufende Achse 
siert werden, daB die beiden Magnete flbereinstimmend $5 24 drehbar angeordnet und rotiert beim Arbeiten der 
ausgebildet sind, so daB von der Form her gleiche Ma- Beschichtungsanlage entgegengesetzt dem Uhrzeiger- 
gnetfelder entstehen. Hierdurch wird in der Elektroden- siniL Die Starken der Magnete 13 und 14 werden so 
beschichtungskammer im Bereich der Bdgen mehr Ma- gewahlt, daB es in der Sputterkammer 3 zu einer Zer- 
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staubung eines auf dem Targettrager 2 aufgebrachten 
Targets 25, nicht jedoch zu einem Sputtern in der Tar- 
gettrager-Beschichtungskammer 4 kommt 

Die Targettrager-Beschichtungskamraer 4 hat zwei 
Gaseiniasse 26, 27, Qber die das das Target 25 biidende 5 
Material mittels eines TrSgergases kontinuieriich zuge- 
fQhrt wird. Dadurch lauft in der Targettrager-Beschich- 
tungskammer 4 ein Qbliches chemisches Aufdampfver- 
fahren mit PlasmaunterstOtzung (PCVD) ab. Hierzu ist 
in der Targettrager-Beschichtungskammer 4 eine An- 10 
ode 28 angeordnet, welche fiber einen Widerstand 29 
mit der Masse Verbindung hat Durch die Drehung des 
Targettragers 2 gelangt die das Target 25 biidende Be- 
schichtung aus der Targettrager-Beschichtungskammer 
4 zunachst in die Reaktionskammer 8, wo sie durch Zu- 15 
fuhr von Reaktionsgas (beispielsweise Sauerstoff) Qber 
den GaseinlaB 7 chemisch vorbehandelt (oxidiert). Erst 
danach gelangt das Target 25 in die Sputterkammer 3, 
wo es auf flbliche Weise durch Kathodenzerstaubung 
von dem Targettrager 2 abgetragen wird 20 

Die in Drehrichtung sich anschlieBende Schleusen- 
kammer 5 verhindert, daB Gas aus der Sputterkammer 3 
in die Targettrager-Beschichtungskammer 4 gelangen 
kann. 

Die Fig. 2 laBt die Gestaltung des Magneten 13 er- 25 
kennen. Zu sehen ist, daB die Stege 15, 17 an ihren Enden 
jeweils durch einen Bogen miteinander verbunden sind 
und der Steg 16 zwischen den Stegen 15, 17 verlauft 

Bezugszeichenliste 30 

1 Gehause 

2 Targettrager 

3 Sputterkammer 

4 Targettrager-Beschichtungskammer 35 

5 Schleusenkammer 

6 Schleusenkammer 

7 GaseinlaB 

8 Reaktionskammer 

9AuslaB 40 

lOAuslaB 

11 AuslaB 

12AuslaB 

13 Magnet 

14 Magnet 45 

15 Steg 

16 Steg 

17 Steg 

18 Anode 

19 Widerstand 50 

20 ReaktionsgaseinlaB 

21 ReaktionsgaseinlaB 
22Substrat 

23 Strom-Spannungsversorgung 

24 Achse 55 

25 Target 

26 GaseinlaB 

27 GaseinlaB 

28 Anode 

29 Widerstand 60 

30 Bogen 

31 Bogen 

PatentansprQche 

es 

1, Verfahren zum Beschichten eines Substrates mit- 
tels einer Zerstauberkathode, welche vor einem 
Magneten einen Targettrager mit einem Target 
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aufweist, bei dem der Targettrager mit einem Teil- 
bereich in eine Sputterkammer zum Beschichten 
des Substrates und mit einem anderen Teilbereich 
in eine Targettrager-Beschichtungskammer hinein- 
ragt und bei dem man den Targettrager rotieren 
laBt, so daB seine in der Targettrager-Beschich- 
tungskammer beschichtete Fiache kontinuieriich 
die Sputterkammer durchiauft, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Aufbringen des Targetmaterials 
auf den Targettrager in der Targettrager- Beschich- 
tungskammer durch Beschichtung mittels eines 
kontinuieriich von auBerhalb in die Targettrager- 
Beschichtungskammer eingefiihrten Quellenmate- 
rials erfolgt und ausschlieBlich diese Beschichtung 
des Targettragers als Target in der Sputterkammer 
verwendet wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Beschichtung des Targettragers 
durch chemisches Aufdampfen mit Piasma-Unter- 
stutzung (PCVD) erfolgt 

3. Verfahren nach den AnsprQchen 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB fur das Sputtern und das \ 
Beschichten des Targettragers eine gemeinsame 
Strom-Spannungsversorgung benutzt wird 

4. Verfahren nach zumindest einem der vorange- 
henden Ansprilche, dadurch gekennzeichnet, daB 
der in der Targettrager-Beschichtungskammer be- 
schichtete Bereich des Targettragers vor dem Ein- 
tritt in die Sputterkammer durch eine Reaktions- 
kammer zur chemischen Behandiung der Beschich- 
tung gefflhrt wird 

5. Beschichtungsanlage zur DurchfQhrung des Ver- 
fahrens nach zumindest einem der vorstehenden 
AnsprQche, welche in einem Gehause eine Sputter- 
kammer zum Beschichten eines Substrates und eine 
Targettrager-Beschichtungskammer zum Be- 
schichten eines in beide Kammern ragenden, um- 
lauf enden Targettragers aufweist, deren in der Tar- 
gettrager-Beschichtungskammer beschichtete Fia- 
che kontinuieriich die Sputterkammer durchiauft, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Targettrager-Be- 
schichtungskammer (4) zum Aufbringen des Tar- 
gets (25) auf den Targettrager (2) mittels eines kon- 
tinuieriich von auBerhalb in die Targettrager-Be- 
schichtungskammer (4) eingefiihrten Quellenmate- 
rials und die Sputterkammer (3) zum ausschlieBli- 
chen Sputtern dieses Targets (25) ausgebildet ist 

6. Beschichtungsanlage nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Targettrager-Beschich- 
tungskammer (4) zum Beschichten durch chemi- 
sches Aufdampfen mit Plasma-Untersttitzung 
(PCVD) ausgebildet ist 

7. Beschichtungsanlage nach den Ansprflchen 5 
oder 6, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen der 
Targettrager-Beschichtungskammer (4) und der 
Sputterkammer (3) eine Reaktionskammer (8) zur 
chemischen Behandiung des durch Beschichtung 
erzeugten Targets (25) auf dem Targettrager (2) 
vor Eintritt in die Sputterkammer (3) angeordnet 
ist 

8. Beschichtungsanlage nach zumindest einem der 
Anspruche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Targettrager (2) als Rohrkdrper ausgebildet ist 
und in ihm zueinander gegenuberliegend zwei se- 
parate Magnete (13, 14) angeordnet sind welche 
geschlossene Magnetschiauche bilden und von de- 
nen ein Magnet (13) der Sputterkammer (3) und der 
andere Magnet (14) der Targettrager- Beschich- 
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tungskammer (4) zugewandt ist 

9. Beschichtungsanlage nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Magnet (13) der Sputter- 
kammer (3) eine wesentlich h6here Feldstarke hat 
als der andere Magnet (14). 5 

10. Beschichtungsanlage nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, daB die beiden Magnete (13, 14) 
Ubereinstimmend ausgebildet sind, so daB von der 
Form her gleiche Magnetfelder entstehen. 

1 1. Beschichtungsanlage nach zumindest einem der 10 
Anspruche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB in 
der Sputterkammer (3) und in der Targettrager-Be- 
schichtungskammer (4) jeweils eine Anode (18, 28) 
angeordnet ist und beide Anoden (18, 28) unabhan- 
gig voneinander und unterschiedlich mit positivem 15 
Potential verbunden sind. 

12. Beschichtungsanlage nach zumindest einem der 
AnsprQche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB 
an beiden Seiten der Targettrager-Beschichtungs- 
kammer (4) jeweils zwischen ihr und der Sputter- 20 
kammer (3) eine mit einer Vakuumpumpe verbun- 
dene Schleusenkammer (5, 6) vorgesehen ist 

13. Beschichtungsanlage nach Anspruch 11, da- 
durch gekennzeichnet, daB die in Drehrichtung des 
Targettragers (2) tiegende Schleusenkammer (5) 25 
zugleich die Reaktionskammer(8) bildet 
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